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Naturaleza de la luz solar  
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Radio del sol  0,695·109 m 

Temp. Fotosfera 6000 ºC 

Distancia Tierra 1,496·1011 m 
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AM: Air Mass 
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Longitud de onda de la luz 
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Longitud de onda de la luz 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Electromagnetic_spectrum-es.svg
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Longitud de onda de la luz 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Spectre.svg
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Longitud de onda de la luz 
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Radiación sobre la superficie de la tierra 
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Densidad energía fuera de la atmósfera AM0 
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Radiación difusa como consecuencia de 

la dispersión generada por las partículas 

de la atmósfera ~ 10% día claro  

Radiación difusa como 

consecuencia de la existencia 

de nubes  

Radiación directa 

Radiación difusa 

Radiación Global= Directa + Difusa 
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Efecto fotoeléctrico 



La mayor parte de las células fotovoltaicas están construidas a 

base de semiconductores. 

Un semiconductor es un material cuyas propiedades eléctricas 

dependen de la temperatura o de la energía que incida sobre él. 

El comportamiento de los semiconductores se puede explicar 

mediante dos teorías: 

Enlaces 

Teoría de Bandas 

Fundamentos sobre Semiconductores  

Introducción 
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Semiconductores elementales: Germanio (Ge) y Silicio (Si) 

Compuestos IV: SiC y SiGe 

Compuestos III-V: 

Binarios: GaAs, GaP, GaSb, AlAs, AlP, AlSb, InAs, InP y InSb 

Ternarios: GaAsP, AlGaAs 

Cuaternarios: InGaAsP 

Compuestos II-VI: ZnS, ZnSe, ZnTe, CdS, CdSe y CdTe 

Son materiales de conductividad intermedia entre la de los metales y la de 

los aislantes, que se modifica en gran medida por la temperatura, la 

excitación óptica y las impurezas. 

Materiales 
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Si 
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Si No hay enlaces covalentes rotos.  Esto equivale a que los 

electrones de la banda de valencia no pueden saltar a la 

banda de conducción.  

Semiconductores intrínsecos 
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Al aumentar la temperatura se pueden romper enlaces 
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Al romperse el enlace se genera un par electrón-hueco 



Fundamentos sobre Semiconductores  

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

½ +  

½ +  

GENERACIÓN 

½ +  

½ +  

GENERACIÓN 

300 ºK 

Continuamente se están generando pares E-H 



Fundamentos sobre Semiconductores  

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

½ +  

½ +  

½ +  

½ +  

Recombinación 

Recombinación 

Siempre se están rompiendo 

(generación) y reconstruyendo 

(recombinación) enlaces. La vida 

media de un electrón puede ser del 

orden de milisegundos o 

microsegundos. 

300 ºK 

Continuamente se están recombinando pares E-H 
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Movimiento de electrones dentro de un campo eléctrico 
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Movimiento de cargas dentro de un campo eléctrico 
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Introducimos pequeñas cantidades de impurezas del grupo III 

Semiconductores extrínsecos 
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300º K Si 
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Al  

Introducimos pequeñas cantidades de impurezas del grupo III 

A 300ºK, todas las ñfaltasò de electrón de los átomos de Al están 

cubiertas con un electrón procedente de un átomo de Si, en el que 

se genera un hueco. El Al es un aceptador y en el Si hay más 

huecos que electrones. Es un semiconductor tipo P.  

Al
- 
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Introducimos pequeñas cantidades de impurezas del grupo v 

A 0ÜK, habr²a un ñelectr·n extraò 

adicional ligado al átomo de Sb 

Semiconductores extrínsecos 


